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●  ‘25.1.15., 美 상무부는 파운드리社로부터 첨단 반도체를 조달하려는 시도를 차단하기 위한 
조치 발표(①파운드리社 허가 요건 부과, ②메모리칩 제조장비 통제 강화,  ③Entity List 추가)

❙개요
•  ‘25.1.15., 美 상무부는 기존 반도체 수출통제를 우회하여 파운드리社로부터 첨단 반도체를 조달 

하려는 시도를 차단하기 위한 조치 발표

- 파운드리社에게 주문 칩의 사양을 속이는 경우 등 파운드리社가 칩 사양 확인 등 우려 거래 파악이 곤란한 
경우가 다수 발생

①  파운드리社 허가 요건 부과

-  파운드리社의 주의의무를 강화하고 이들이 제조한 첨단 로직칩1)을 美 통제대상으로 추정함(Presumption)
으로써, 전세계 수출시 허가 요구

        * 단, “승인된” 설계기업이 주문한 칩이거나 “승인된” OSAT(패키징)기업이 패키징하는 소비자용 칩인 
경우에는 허가 면제를 적용

②  메모리칩 제조장비 통제 강화

-  첨단 노드 IC의 정의를 개정하여 첨단 D램의 범위를 확대하고, 관련 용도로 사용될 경우 메모리 제조장비 
수출통제를 적용

< 미국의 통제 대상 ‘첨단노드 IC’ 정의 개정 내용 >
종류 기존 개정

D램
메모리 셀 면적 0.0019µm2 이하 
또는 메모리 밀도 0.288 gigabits/mm2 이상

(확대) 0.0026µm2 이하, 
0.20 gigabits/mm2 이상
(신설) TSV 3,000개 이상

③ Entity List 추가2)3) 등

1) 16/14nm 이하 공정 또는 비평면 트랜지스터 구조(non-planar transistor architecture로 제조된 로직 집적회로를 의미함.
2) BIS, “Implementation of Additional Due Diligence Measures for Advanced Computing Integrated Circuits, Amend

ments and Clarifications, and Extension of Comment Period” 및 연방관보에서 관련 내용 확인가능 (게시일: ‘25.1.15)
3) Additions to the Entity List (연방관보, 2025.1.16.)-16개 기업 등재, 
   Addition of Entities to and Revision of Entry on the Entity List (연방관보, 2025.1.16.)-11개 기업 등재

2025년 1월 23일
[2025 - 6]

https://public-inspection.federalregister.gov/2025-00711.pdf
https://public-inspection.federalregister.gov/2025-00711.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/16/2025-00711/implementation-of-additional-due-diligence-measures-for-advanced-computing-integrated-circuits
https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/16/2025-00480/additions-to-the-entity-list
https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/16/2025-00704/addition-of-entities-to-and-revision-of-entry-on-the-entity-list


❙주요내용

  첨단 파운드리의 주의의무(due diligence) 강화           * 발효일: ’25.1.16. / 준수일: ‘25.2.1.

① 파운드리社*(전공정과 후공정)에 허가 요건 부과

       * ① 프론트 앤드 제작자(Front-end fabricators): 집적회로(IC)를 생산하기 위해 전공정 제작 서비스를 
제공하는 회사로, 포토리소그래피, 식각, 증착과 같은 공정을 통해 웨이퍼 표면에 회로 생성           
② OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test, 반도체 패키징 및 테스트 수탁 기업): 
집적 회로 및 기타 반도체 장비의 조립, 패키징, 테스트를 담당

•  (대상) 파운드리社가 제조하는 美 통제 대상 첨단 로직 IC*를 전 세계로 (재)수출 및 국가 내 이전 시 
허가 요건 부과

       * ECCN 3A090.a : 16/14nm 이하 공정 또는 비평면 트랜지스터 구조(non-planar transistor 
architecture)로 제조된 로직 집적회로(IC)

•  (면제) 1)~3) 중 해당사항 존재 시, 허가 면제(3A090.a의 주(Note) 1)

1)  승인된(approved) IC 설계기업*이나 공인된(authorized) IC 설계기업

             * Apple, AMD, Intel, 퀄컴 등 총 33개社(740조의 부록 6 신설, 붙임 1)

< 공인된(authorized) IC 설계기업 >

날짜 내용

2026.4.13. 이전
국가그룹 A:1, A:5, 또는 대만에 본사를 두고, D:5 및 마카오에는 최종모회사가 
없는 설계기업을 공인된(authorized) IC 설계기업으로 간주
* § 743.9(b)에 기술된 정보를 front-end fabricator에 제출하는데 동의必

2026.4.13. 이후
공인된(authorized) IC 설계기업이 되기 위하여 BIS에 신청해야 함.
* 180일 내 공인된(authorized) IC 설계자로 승인되지 않을 시 자격상실

  * IC기업은 §743.9(b)에 기술된 정보를 front-end fabricator에 제공하고, 이 정보를 BIS에 보고해야 함

2) (국가조건) D:5+M 외부에서 “front-end fabricator”에 의해 패키징되었으며

    (품목조건) ⅰ) 최종 패키징된 IC가 300억 개 미만의 트랜지스터 포함 

                   ⅱ)  HBM 메모리를 포함하지 않고 350억개 미만(~2027년), 400억 개 미만(~2029년 및 이후)의 
트랜지스터 포함

3) 승인된(approved) OSAT에 의해 패키징되고 2)의 품목조건 충족

-  승인된 OSAT社*에는 삼성전자, 두산테스나, LB세미콘, 네페스, SFA반도체, 스테코 등 우리기업 6개社 
포함(붙임 2 참고)

             * 총 24개社 (740조의 부록 7 신설)



  메모리칩 제조장비 통제 강화

•  (中 자체개발 차단) 중국의 자체적인 HBM 개발 및 제조를 차단하기 위해‘첨단 노드 IC’의 정의를 
개정하여 메모리칩 제조장비 통제 강화

- 기존에 HBM를 제조하는데 사용되는 DRAM이 포함되지 않았는 바,실제 제조 공정에서 적용되는 DRAM
까지 포괄하도록 변경

- 同 정의는 최종용도 통제 등에 적용되어, 중국 內‘첨단 노드 IC’의 개발 및 제조하는 데에 사용되는 모든 품목
(장비, 부품 등)이 통제됨

< ‘첨단 노드 IC’ 정의 신구대조표 >

용어 개정 전 개정 후

첨단노드 IC
(advanced-

node 
integrated 
circuits)

(A) 비평면 트랜지스터 구조 또는 16/14nm 
이하 노드로 제조한 로직 IC; 또는

(B) 128단 이상의 NAND 메모리 IC; 또는
(C) DRAM 집적회로로서 다음의 것
 (i) 메모리 셀 면적이 0.0019µm^2 미만

인 것 ; 또는
 (ii) 메모리 밀도가 제곱밀리미터 당 0.288

기가비트(gigabits per square milli
meter) 초과인 것

(A) 비평면 트랜지스터 구조 또는 16/14nm 이
하 노드로 제조한 로직 IC ; 또는

(B) 128단 이상의 NAND 메모리 IC ; 또는
(C) DRAM 집적회로로서 다음의 것
 (i) 메모리 셀 면적이 0.0026µm2 미만인 것; 또는
 (ii) 메모리 밀도가 제곱밀리미터 당 0.20기가비트 

(gigabits per square millimeter) 초과인 것
 (iii) TSV4) 3,000개 이상인 것

  Entity List 추가

•  (EL 등재자 추가) 중국의 첨단 무기 개발 기여 등을 사유로 27개 업체(중국 25개사, 싱가포르 2개사)를 
등재5) (붙임 3 참조)

- 중국 14개사, 싱가포르 2개사에게는 각주4* 적용(붙임3 12번~27번)

             * § 734.9(e)(2)에 따라 해외직접제품규칙(FDPR)이 적용되며, 각주 4 등재자가 거래 관련자이거나 
각주 4 등재자가 생산, 구매 또는 주문한 부품, 부분품, 장비의 개발 또는 생산에 사용되는 경우 
모두 적용

4) Through Silicon Via의 약자로, 와이어를 이용해 칩을 연결하는 기존 기술과 달리, 반도체 칩에 미세한 구멍을 뚫어 상단 칩과 
하단 칩을 전극으로 연결하는 첨단패키징 기술로 HBM 생산에 필수적임.

5)  Additions to the Entity List (연방관보, 2025.1.16.)-16개 기업 등재
     Addition of Entities to and Revision of Entry on the Entity List (연방관보, 2025.1.16.)-11개 기업 등재

https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/16/2025-00480/additions-to-the-entity-list
https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/16/2025-00704/addition-of-entities-to-and-revision-of-entry-on-the-entity-list


  기타 개정

•  (통제품목 신설) DUV 장비에 대한 통제 신설(통제번호 3B001.f.6을 신설하여, 3B001.f.1에서 
통제되지 않는 DUV 장비를 통제)

< 3B001.f.6 통제기준 >

구분 통제기준(영문) 통제기준(국문, 비공식 번역) 비고

3B001.f.6

f.6. Commodities not specified by 
3B001.f.1, designed or 
modified to perform all of the 
following in or with 
deep-ultraviolet immersion 
photolithography equipment: 

f.6.a. Decrease the minimum 
resolvable feature specified 
by 3B001.f.1.b; and

f.6.b. Decrease the maximum 
‘dedicated chuck overlay’ of 
a deep-ultraviolet 
immersion lithography tool 
below or equal to 1.5 nm

f.6. 3B001.f.1에서 통제되지 않는, 
DUV 노광장비에서 또는 노광 
장비를 포함한 다음을 모두 수행 
하도록 설계 또는 개조된 품목

f.6.a. 3B001.f.1.b에 명시된 최소 
해상도 패턴(feature) 감소; 
그리고

f.6.b. DUV 노광 장비의 최대 ‘전용 척 
오버레이’를 1.5nm 이하로 감소

신설

•  (FN5 FDPR 개정) 목적지/거래자 요건을 강화하여 국가그룹 D:5 및 마카오에 위치한 첨단 칩 제조 
시설까지 포함하여, 우회수출 경로 차단

< FN5 FDP의 목적지/거래자 요건 변경 사항 >

구분 개정 전 개정 후

내용

Ÿ EL FN5가 생산, 구매, 주문한 부품, 
부분품, 장비에 편입되거나,  

Ÿ EL FN5 등재자가 거래관련자6)인 것을 
아는(knowledge) 경우

Ÿ 로직 또는 DRAM “첨단노드 IC”의 “생산”이 이루
어지는 국가그룹 D:5 또는 마카오 內 “시설”에 위
치한 자 또는 EL FN5가 생산, 구매, 주문한 부품, 
부분품, 장비에 편입되거나,

Ÿ 로직 또는 DRAM “첨단노드 IC”의 “생산”이 이루
어지는 국가그룹 D:5 또는 마카오 內 “시설”에 위
치한 자 또는 EL FN5 등재자가 거래관련자인 것
을 아는(knowledge) 경우

6) 구매자, 중간수하인, 최종수하인, 최종사용자



•  (De minimis 개정) 신설된 통제품목(3B001.f.6)이 SME FDPR7)의 품목 요건에 추가되고 그에 따라 
De Minimis 규정도 개정

< 개정된 de minimis >

(FN5 FDPR 관련 de minimis) 미 상무부 통제목록(Commerce Control List CCL)의 Category 3(전자), 
4(컴퓨터), 5(정보통신) 에 명시된 미국산 IC를 포함하는 3B 품목(SME FDPR이 적용되는 관련 통제번호 
(아래 참고)는 제외)이 FN5를 목적지로 하는 경우 de minimis 0% 적용 

(SME FDPR 관련 de minimis) CCL의 Category 3, 4, 5에 명시된 미국산 IC를 포함하는 3B001.a.4, 
c, d, f.1, f.5, f.6, k~n, p.2, p.4, r, 또는 3B002.c이 D:5+M을 목적지로 하는 경우 de minimis 0% 적용

•  (통제범위 명확화) ‘24.12.2 조치로 신설된 통제품목에 “전용설계된(specially designed)”, “부분품
(components)”, “액세서리(accessories)” 문구 추가

      *  관련 통제 번호 : 3B993, 3B994, 3D992, 3D993, 3D994, 3E992, 3E993, 3E994 (EAR 772조)

•  (허가예외 개정) AIA8) 및 ACM9)의 경우, 승인 또는 공인된 IC 설계자와 관련된 거래에만 허가예외 
적용 가능

- 개정 전에는 국가그룹 D:5 및 마카오에 (최종 모기업의) 본사를 두지 않은 민간 부문 최종사용자10)도 同 
허가예외를 사용할 수 있었으나, 전제조건을 설정하여 우회수출 경로 차단

< 허가예외 AIA 적용대상 품목 신구대조표 >

구분 개정 전 개정 후 비고

품목

3A001.z.1.a~.4.a, 3A090.a, 
4A003.z.1.a~.2.a, 
4A004.z.1, 4A005.z.1, 
4A090.a, 5A002.z.1.a~.5.a, 
5A004.z.1.a~.2.a, 5A992.z.1

3A001.z.1.a~.4.a, 4A003.z.1.a~.2.a, 
4A004.z.1, 4A005.z.1, 4A090.a, 
5A004.z.1.a~.2.a, 5A992.z.1, 
3A090.a 주(Note) 1에 명시된 바와 같이, 승인 
또는 공인된 IC 설계자가 설계한 3A090.a, 
5A002.z.1.a~.5.a, 5A992.z.1

개정

7) Semiconductor Manufacturing Equipment Foreign Direct Product Rule. 관련 내용은 수출통제 Issue Report 제2024-78호 참
고

8) Artificial Intelligence Authorization의 약자로, 1.14 조치로 신설된 허가예외로 동맹국 및 파트너국으로의 원활한 수출을 가능케함.
9) Advanced Compute Manufacturing의 약자로, 1.14 조치로 신설된 허가예외로 제조, 개발, 저장을 위한 수출 시 적용됨.
10) private sector end user

https://kosti.or.kr/brd/board/215/L/menu/281?brdType=R&thisPage=2&bbsSn=5650&brdCodeValue=&searchField=titlecontent


< 허가예외 ACM 적용대상 품목 신구대조표 >

•  (의견수렴) 12.2 조치의 의견수렴 기간은 2025.3.14.까지임.

붙임  1. 공인된(Authorized) 설계 기업 목록 (부록 6)

        2. 승인된(Approved) 설계 기업 목록 (부록 7)

        3. Entity List 목록

        4. 반도체 칩(3A090.a) 관련 통제기준.  끝.

구분 개정 전 개정 후 비고

품목

3A001.z, 3A090.a, 3A090.b~c, 
4A003.z, 4A004.z, 4A005.z, 
4A090, 5A002.z.1.a~.5.a, 
5A004.z.1.a~.2.a, 5A992.z.1

3A001.z, 3A090.b~c, 4A003.z, 4A004.z, 
4A005.z, 4A090, 5A004.z.1.a~.2.a, 
5A992.z.1, 
3A090.a 주(Note) 1에 명시된 바와 같이, 승인 
또는 공인된 IC 설계자가 설계한
3A090.a, 5A002.z.1.a~.5.a, 5A992.z.1

개정



붙임 1  승인된(Approved) 설계 기업 목록 (740조 부록 6)

•  3A090.a를 설계하는 승인된 설계 기업 목록 : 총 33개社

No. 업체명
1 Advanced Micro Devices, Inc.
2 Alphabet, Inc.
3 Amazon.com, Inc.
4 Analog Devices, Inc.
5 Apple, Inc.
6 BAE Systems, Inc.
7 Block, Inc.
8 The Boeing Company
9 Broadcom, Inc.
10 Cerebras Systems, Inc.
11 Cisco Systems, Inc.
12 Hewlett Packard Enterprise Company
13 Honeywell International, Inc.
14 Infineon Technologies AG
15 Intel Corporation
16 International Business Machines Corporation (IBM)
17 L3Harris Technologies, Inc.
18 Marvell Technology, Inc.
19 MediaTek, Inc.
20 Meta Platforms, Inc. 
21 Micron Technology, Inc.
22 Microsoft Corporation
23 Mitsubishi Group
24 Nokia Corporation
25 Nvidia Corporation
26 NXP Semiconductors NV
27 Qualcomm, Inc.
28 Raytheon Company
29 Realtek Semiconductor Corporation
30 Sony Group Corporation
31 Tesla, Inc.
32 Texas Instruments
33 Western Digital Technologies, Inc. 



붙임 2  승인된(Approved) OSAT 목록 (740조 부록 7)

•  3A090.a를 패키징하는 승인된 OSAT 기업 목록 : 총 24개社

No. 업체명 비고

1 Amkor Technology, Inc. -

2 Ardentec Corporation -

3 ASE Technology Holding Co., Ltd. -

4 Doosan Tesna, Inc. 한국 기업

5 Fabrinet -

6 Giga Solution Tech. Co., Ltd. -

7 GlobalFoundries, Inc. -

8 HT Micron Semicondutores SA -

9 Intel Corporation -

10 International Business Machines Corporation (IBM) -

11 KESM Industries Berhad -

12 LB Semicon, Inc. 한국 기업

13 Micro Silicon Electronics Co., Ltd. -

14 Nepes Corporation 한국 기업

15 Powertech Technology, Inc. (PTI) -

16 QP Technologies -

17 Raytek Semiconductor, Inc. -

18 Samsung Electronics Co. Ltd. 한국 기업

19 SFA Semicon Co., Ltd. 한국 기업

20 Shinko Electric Industries Co. Ltd. -

21 Sigurd Microelectronics Corporation -

22 Steco Co., Ltd. 한국 기업

23 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) -

24 United Microelectronics Corporation (UMC) -



붙임 3  Entity List 목록

No. 업체명 (2025.1.16. 발효) 각주 국가

1 Beijing Keyi Hongyuan Optoelectronics Co., Ltd.

해당없음

중국

2 Beijing Zhipu Huazhang Technology Co., Ltd.

3 Beijing Lingxin Intelligent Technology Co., Ltd.
4 Beijing Yuanyin Intelligent Technology Co., Ltd.

5 Beijing Zhipu Future Technology Co., Ltd.

6 Beijing Zhipu Linghang Technology Co., Ltd.

7 Beijing Zhipu Qingyan Technology Co., Ltd.
8 Hangzhou Zhipu Huazhang Technology Co., Ltd.

9 Nanjing Zhihu Information Technology Co., Ltd.

10 Shanghai Zhipu Huanyu Technology Co., Ltd.

11 Shenzhen Zhipu Future Technology Co., Ltd.
12 Chengdu Suanze Technology Co., Ltd.

각주 4 
적용

13 Fujian Sophon Technology Co., Ltd.

14 Fujian Suanxin Technology Co., Ltd.

15 Jiangsu Suanxin Technology Co., Ltd.
16 Qingdao Sophgo Technology Co., Ltd.

17 Quliang Electronics Co., Ltd.

18 Shanghai Suanhu Technology Co., Ltd.

19 Sophgo Technologies Ltd.
20 Sophon Technology (Beijing) Co., Ltd.

21 Suanli (Fujian) Technology Co., Ltd.

22 Tianjin Shunhua Technology Co., Ltd.

23 Wuhan Suanneng Technology Co., Ltd.
24 Wuxi Suanneng Technology Co., Ltd.

25 Xiamen Sophgo Technologies Limited

26 Sophgo Technologies Pte. Ltd.
싱가포르

27 PowerAir Pte. Ltd.



붙임 4  반도체 칩(3A090.a) 관련 통제기준

•  금번 조치로 신설된 주(Note) 1 및 기술해설(Technical Note)

통제번호 통제기준(영문) 통제기준(국문, 비공식 번역)

3A090.a

Note 1 to 3A090.a
: When a “front-end fabricator” or 
“OSAT” company is seeking to export, 
reexport, or transfer (in-country) an 
“applicable advanced logic integrated 
circuit,” there is a presumption that the 
item is 3A090.a and designed or 
marketed for datacenters. If the 
“front-end fabricator” or “OSAT” 
company cannot overcome this 
presumption, then it must comply with 
all license requirements applicable to 
items specified in 3A090.a. However, 
this presumption does not apply to any 
entity other than the “front-end 
fabricator” or “OSAT” company. A 
“front-end fabricator” or “OSAT” 
company can overcome this presumption 
in any of the following three ways 
outlined in paragraphs a. through c. of 
this Note 1. 

a. If the designer of the “applicable 
advanced logic integrated circuit” is an 
approved or authorized integrated 
circuit designer, then a datasheet or 
other attestation of the ‘total 
processing performance’ and the 
‘performance density’ from the 
approved or authorized integrated 
circuit designer indicating that the IC 
is not specified in 3A090.a will 
overcome the presumption for the 
“front-end fabricator” or “OSAT” 
company that the IC is specified in 
ECCN 3A090.a. 

(1) Approved integrated circuit designers 

3A090.a의 주(Note 1) 
: “front-end fabricator” 또는 “OSAT” 

회사가 “적용 가능한 첨단 로직 집적회로”를 
수출, 재수출 또는 국내 이전하려는 경우, 
해당 품목이 3A090.a에 해당하며 데이터 
센터용으로 설계 또는 판매되었다고 추정된다. 
“front-end fabricator” 또는 “OSAT” 
회사가 이 가정을 극복할 수 없다면, 
3A090.a에 명시된 품목에 적용되는 모든 
라이선스 요건을 준수해야 한다. 그러나 이 
가정은 “front-end fabricator” 또는 ‘OSAT’ 
회사 이외의 어떤 법인에 대해서도 적용되지 
않는다. “front-end fabricator” 또는 
‘OSAT’ 회사는 이 주 1의 a. ~ c.에 이 
가정을 극복할 수 있는 세 가지 방법이 있다. 

a. “적용 가능한 첨단 로직 집적 회로”의 
설계자가 승인된 집적 회로 설계자이거나 
공인된 집적 회로 설계자라면, 데이터 시트 
또는 기타 증명서는 집적 회로가 3A090.a에 
명시되어 있지 않다는 것을 나타내는 승인 
또는 인가된 집적 회로 설계자의 '총 처리 
성능'과 '성능 밀도'는 집적 회로가 ECCN 
3A090.a에 명시되어 있다는 “front-end 
fabricator” 또는 “OSAT” 회사의 추정을 
극복할 것이다. 

(1) 승인된 집적 회로 설계자는 EAR의 이 
부분에 대한 부록 6에 나열되어 있다. 

(2) 2026년 4월 13일 이전에 승인된 집적 회로 
설계자는 모든 집적 회로 설계자를 포함한다.

 (i) 대만 또는 국가 그룹 A:1 또는 A:5에 
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are listed in supplement no. 6 to this 
part of the EAR; 

(2) Prior to April 13, 2026, authorized 
integrated circuit designers include all 
integrated circuit designers: 

(i) Headquartered in Taiwan or a 
destination specified in Country 
Group A:1 or A:5, that are neither 
located in nor have an ultimate 
parent headquartered in Macau or a 
destination specified in Country 
Group D:5 of supplement no. 1 to 
part 740 of the EAR; and (ii) That 
have agreed to submit applicable 
information described in § 743.9(b) 
to the “front-end fabricator,” which 
the “front-end fabricator” must then 
report to BIS. (3) After April 13, 
2026, authorized integrated circuit 
designers include any integrated 
circuit designer that both meets the 
criteria specified in subparagraph (2) 
and has submitted an application to 
become an approved integrated 
circuit designer. However, any 
company deemed an authorized IC 
designer after April 13, 2026, will 
cease to be an authorized IC 
designer 180 days after the 
submission of its application to 
become an approved IC designer. 

b. If the integrated circuit die is 
packaged by the “front-end 
fabricator” at a location outside of 
Macau or a destination specified in 
Country Group D:5 in supplement 
no. 1 to part 740, then the 
attestation of the “front-end 
fabricator” that (a) the “aggregated 
approximated transistor count” of 
the final packaged IC is below 30 

명시된 목적지에 본사를 두고 있으며, 
마카오에 소재하지 않고 최종 모기업이 
본사를 두고 있지 않거나, EAR 740조의 
부록 1의 국가 그룹 D:5에 명시된 
목적지에 본사를 두고 있지 않은 경우; 

(ii) 해당 정보를 제출하기로 동의한 경우, § 
743.9(b)에 설명된 정보를 “front-end 
fabricator”에 제출해야 하며, “front-end 
fabricator”는 이를 BIS에 보고해야 한다.

(3) 2026년 4월 13일 이후, 공인된 집적 회로 
설계자에는 (2)에 명시된 기준을 충족하고 
공인된 집적 회로 설계자가 되기 위한 
신청서를 제출한 모든 집적 회로 설계자가 
포함된다. 그러나 2026년 4월 13일 이후에 
공인된 집적 회로 설계자로 간주되는 회사는 
공인된 집적 회로 설계자가 되기 위한 
신청서를 제출한 날로부터 180일이 지나면 
공인된 집적 회로 설계자 자격을 상실하게 
된다. 

b. 집적 회로 다이(die)가 마카오 외의 장소 
또는 부록 1의 국가 그룹 D:5에 명시된 
목적지에서 “front-end fabricator”에 의해 
패키징되는 경우, 그 다음 “front-end 
fabricator”의 증명서에서 (a) 최종 패키징된 
집적 회로의 “집계된 대략적인 트랜지스터 
수”가 300억 트랜지스터 미만, 또는 (b) 
최종 패키징된 집적 회로에 고대역폭 
메모리가 포함되어 있지 않으며 최종 
패키징된 집적 회로의 “집계된 대략적인 



통제번호 통제기준(영문) 통제기준(국문, 비공식 번역)
billion transistors, or (b) the final 
packaged IC does not contain 
high-bandwidth memory and that 
the “aggregated approximated 
transistor count” of the final 
packaged IC is below (i) 35 billion 
transistors for any exports, 
reexports, or transfers (in-country) 
completed in 2027; or (ii) 40 billion 
transistors for any exports, 
reexports, or transfers (in-country) 
completed in 2029 or thereafter, 
then this overcomes the 
presumption by the “front-end 
fabricator” or “OSAT” company that 
the IC is specified in ECCN 
3A090.a. 

c. If the integrated circuit is packaged 
by an approved “OSAT” company 
listed in supplement no. 7 to part 
740 of the EAR, then the attestation 
of the approved “OSAT” company 
that (a) the “aggregated 
approximated transistor count” of 
the final packaged IC is below 30 
billion transistors, or (b) the final 
packaged IC does not contain 
high-bandwidth memory and that 
the “aggregated approximated 
transistor count” of the final 
packaged IC is below (i) 35 billion 
transistors for any exports, 
reexports, or transfers (in-country) 
completed in 2027; or (ii) 40 billion 
transistors for any exports, 
reexports, or transfers (in-country) 
completed in 2029 or thereafter, 
then this overcomes the 
presumption by the “front-end 
fabricator” or “OSAT” company that 
the IC is specified in ECCN 

트랜지스터 수”가 (i) 수출용으로 350억 
트랜지스터 미만, 또는 (ii) 2027년에 완료된 
수출, 재수출 또는 국내 이전 건은 
재수출용으로 350억 트랜지스터 미만임을 
증명해야 한다; 또는 2029년 또는 그 
이후에 완료된 수출, 재수출 또는 국내 
이전을 위한 400억 개 미만의 트랜지스터는 
“front-end fabricator” 또는 “OSAT” 
회사가 집적 회로가 ECCN 3A090.a에 
명시되어 있다고 추정하는 것을 극복한다.

c. 집적 회로가 미 수출관리 규정 740조에 있는 
부록 7에 나열된 승인된 “OSAT” 회사에 
의해 패키징된 경우, (a) 최종 패키징된 집적 
회로의 “집계된 대략적인 트랜지스터 수”가 
300억 트랜지스터 미만이라는 승인된 
“OSAT” 회사의 증명 또는 (b) 최종 
패키징된 집적 회로에 고대역폭 메모리가 
포함되어 있지 않으며 최종 패키지된 집적 
회로의 “집계된 대략적인 트랜지스터 수”가 
(i) 2027년에 완료된 수출, 재수출 또는 
국내 이전의 경우 350억 개 이하, 또는 (ii) 
2029년 또는 그 이후에 완료된 수출, 
재수출 또는 국내 이전의 경우 400억 개 
이하인 경우, 집적회로가 ECCN 3A090.a. 
에 명시된 “front-end fabricator” 또는 
“OSAT” 회사에 의해, 이러한 추정을 극복한다.
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3A090.a. 

d. It is not sufficient for the “front-end 
fabricator” or “OSAT” company to 
confirm the ECCN by relying on the 
attestation of the end user or other 
party to the transaction, except 
under one of the three ways 
enumerated in paragraphs a. through 
c. of this note. In the absence of 
an attestation of the ‘total 
processing performance’ and the 
‘performance density’ by an 
approved integrated circuit designer 
listed in supplement no. 6 to part 
740 of the EAR, the “front-end 
fabricator” or “OSAT” company must 
presume that any logic integrated 
circuit produced using the “16/14 
nanometer node” or below, or using 
a non-planar transistor architecture 
and destined for a commodity with 
an (a) “aggregated approximated 
transistor count” of the final 
packaged IC is below 30 billion 
transistors, or (b) the final packaged 
IC does not contain high bandwidth 
memory and that the “aggregated 
approximated transistor count” of 
the final packaged IC is below (i) 35 
billion transistors for any exports, 
reexports, or transfers (in country) 
completed in 2027; or (ii) 40 billion 
transistors for any exports, 
reexports, or transfers (in-country) 
completed in 2029 or thereafter, or 
where the “aggregated approximated 
transistor count,” of the final, 
packaged integrated circuit cannot 
be confirmed by the “front-end 
fabricator,” or an approved “OSAT” 
company listed in supplement no. 7 

d. 이 주(Note)의 a.~c.에 열거된 세 가지 방법 
중 하나를 제외하고, “front-end fabricator” 
또는 “OSAT” 회사가 최종 사용자 또는 
거래 상대방의 증명에 의존하여 통제번호를 
확인하는 것만으로는 충분하지 않다. 미 
수출관리규정 740조의 부록 6에 나열된 
승인된 집적 회로 설계자의 '총 처리 성능' 
및 '성능 밀도'에 대한 증명이 없는 경우, 
“front-end fabricator” 또는 “OSAT” 
회사는 “16/14 나노미터 노드”를 사용하여 
생산된 모든 로직 집적 회로가 “ 또는 그 
이하, 또는 비평면 트랜지스터 아키텍처를 
사용하고 최종 패키지된 집적 회로의 
“집계된 대략적인 트랜지스터 수”가 300억 
트랜지스터 미만인 상품용으로 사용되거나, 
(b) 최종 패키지된 집적 회로에 고대역폭 
메모리가 포함되어 있지 않고 최종 패키지 
IC의 “집계된 대략적인 트랜지스터 수”가 
300억 트랜지스터 미만인 상품용으로 
사용되거나, (i) 2027년에 완료된 수출, 
재수출 또는 국내 이전의 경우 350억 개 
이하, 또는 (ii) 2029년 또는 그 이후에 
완료된 수출, 재수출 또는 국내 이전의 경우 
400억 개 이하인 경우, 또는 ” 최종 
패키징된 집적 회로의 “집적된 대략적인 
트랜지스터 수”는 EAR 740조 7항 부록에 
나열된 “프런트 엔드 제조업체” 또는 승인된 
“OSAT” 회사에 의해 확인될 수 없는 경우, 
ECCN 3A090.a에 명시되어 있으며, 데이터 
센터용으로 설계 또는 판매된다.
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to part 740 of the EAR, is specified 
in ECCN 3A090.a and designed or 
marketed for a datacenter.

Technical Note 1 to 3A090.a
: The ‘approximated transistor count’ of a 

die is the ‘transistor density’ of the die 
multiplied by the area of the die 
measured in square millimeters. The 
‘transistor density’ of the die is the 
number of transistors that can be 
fabricated per square millimeter for the 
process node used to manufacture the 
die. To calculate the number of 
‘approximated transistor count’ of a die, 
a “front end fabricator” or “OSAT” 
company has two options. First, the 
“front end fabricator” or “OSAT” 
company may take the transistor 
density of the process node used to 
manufacture the die and multiply this 
density by the area of the die. This 
number may be significantly higher 
than the true transistor count, but if 
the result is below the relevant 
transistor threshold, then the “front end 
fabricator” or “OSAT” company can be 
confident that the die in question will 
not exceed that threshold. Second, to 
adjudicate edge cases, the “front end 
fabricator” or “OSAT” company may use 
standard design verification tools to 
estimate the number of (both active 
and passive) transistors on the die 
using the GDS file.

3A090.a의 기술해설
: 다이(die)의 '대략적인 트랜지스터 수'는 

다이의 '트랜지스터 밀도'에 다이의 면적을 
제곱밀리미터로 환산한 값을 곱한 값이다. 
다이의 '트랜지스터 밀도'는 다이를 제조하는 
데 사용되는 공정 노드에 대해 제곱 
밀리미터당 제조할 수 있는 트랜지스터의 
수이다. 다이의 '대략적인 트랜지스터 수'를 
계산하기 위해, “front end fabricator” 또는 
“OSAT” 회사는 두 가지 옵션을 사용할 수 
있다. 첫째, “front end fabricator” 또는 
“OSAT” 회사는 다이를 제조하는 데 사용되는 
프로세스 노드의 트랜지스터 밀도를 취하고, 
이 밀도를 다이의 면적에 곱할 수 있다. 이 
숫자는 실제 트랜지스터 수보다 훨씬 더 많을 
수 있지만, 결과가 관련 트랜지스터 
임계값보다 낮다면, “front end fabricator” 
또는 “OSAT” 회사는 해당 다이가 그 
임계값을 초과하지 않을 것이라고 확신할 수 
있다. 둘째, 예외적인 경우를 판단하기 위해, 
“front end fabricator” 또는 “OSAT” 
회사는 표준 설계 검증 도구를 사용하여 GDS 
파일을 사용하여 다이에 있는 트랜지스터 
(active 및 passive 모두)의 수를 추정할 수 있다.


